Elleniitemii meghajto fokozat, mint
szinteltol6 MOS integralt aramkorokben

NEMES MIHALY:
BME Hiradastechnikai Elektronika Intézet

OSSZEFOGLALAS

A cikk bemutatja, hogyan lehet a meghajté fokozat
szinteltolé tulajdonsdgdt kihasznédlni kapuk dinamikus
tulajdonsdgainak befolyédsoldsdra.

1. Bevezetés

Az elleniitem(i meghajt6é fokozatot (1. abra) MOS
integralt dramkorokben nagy kapacitdsd pontok
megfeleléen nagy sebességli meghajtisira hasz-
néljak. Az aldbbiakban ramutatunk, hogy ennek a
fokozatnak a szinteltolé tulajdonsidgit is elényo-
sen ki lehet hasznédlni az dramkortervezésben.

2. A MOS digitilis 1C-ben alkalmazott kapuk mé-
retezése

A 2. abran lathaté inverter példdjan érdemes itt
roviden osszefoglalni a tranzisztorok méreteinek
megvalasztisat befolydsolé szempontokat.

Ha a bemenetre logikai 1-nek megfelels fesziilt-
séget kapcesolunk, a kimeneten a kivetkez6 kapu
bemeneti tranzisztoranak kiiszobfesziiltségénél ki-
sebb fesziiltségnek kell kialakulnia. Ebbdl a fel-
tételbsl a z=W,/L, : W,/L, terhelési arany mini-
malis értéke meghatarozhaté. Természetesen fi-
gylembe kell venni a Lkovetkezd tényezlket:
a) A geometriai méreteknek van egy adott sz6-

résa.
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4. dbra. A szinteltolé tulajdonsdg szemléltetése

b) Az oldaldiffuzié6 miatt a tényleges csatorna-
hossz a gate hosszanal kisebb.

c) Az oldaldiffizié6 mértékének is van bizonyos
szoérasa.

d) A tranzisztorok kiiszobfesziiltségének szérasa
nem zérus.

e) A tapfesziiltségre is véges tiirés-tartomanyt
frhatunk el§.

A fent megfogalmazott feltételnek a legrosszabb
paraméter-kombinédciénal is teljesiilnie kell.

z megvilasztisdval a kapu ki- és bekapcsoldsi
tranziensének sebessége kozotti aranyt is rogzit-
jiik; természetesen a kimeneti jel felfutdsa mindig
lasstibb a lefutdsndl. Adott terheld kapacitas adott
sebességli meghajtdsdhoz meg tudjuk valasztani
az inverter dramat, tehit a tranzisztorok mére-
teit. Ha megnoveljitk a kapu draméat, akkor a be-
mend kapacitisa is né.

A NOR-kapuk tranzisztorainak méreteit ugyan-
ugy kell megvélasztani, mint az inverterét. A
NAND-kapundl (3. 4bra) a lehizé tranzisztorok
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5. dbra. Utdnhtzdsos terhelés alkalmazdsa
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sorba kapcsolédnak, ezért szélesebbnek kell len-
niiik az inverter lehGzé tranzisztoranal (n be-
menet{i kapundl kb. n-szeres szélességet kell va-
lasztani). Ezaltal a kapu helyfoglaldsa és bemend
kapacitasa is nagyobb lesz.

3. Az elleniitemfi meghajté fokozat szinteltols
tulajdonsaga

Az elleniitem{ fokozatnak ezt a tulajdonsagit leg-
kénnyebben egy konkrét példan lehet szemlél-
tetni. A 4. Abran lathaté aramkér alsé bemenetére
4 V-ot kapesolva és 1 V-os kiiszobfesziiltséggel
szamolva az abran feltiintetett atviteli karakte-
risztikdt kapjuk a fels§ bemenet és a kimenet ko-
z6tt. Lathaté, hogy az w, fesziiltség igen nagy
értékeket vehet fel anélkiil, hogy a kimeneti jel
elérné a kiiszobfesziiltséget. Ha tehat egy meg-
hajté fokozatot kapesolunk egy inverterhez (1.
abra), akkor az inverter kimeneti fesziiltségére be-
kapcsolt allapotban lényegesen nagyobb tarto-
manyt engedhetiink meg, mint a meghajté foko-
zat nélkill. Ezaltal a tervezésben tobb szabad-
sagi fokunk lesz, amit pl. a kovetkez8kben fel-
sorolt esetekben tudunk hasznositani.
a) Impulzusformalas, A fel- és lefutds tranziens
sebességének aranya széles tartomanyban val-
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7. dbra. A 4 bemenet{i NAND kapu felfutési késleltetései
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8. dbra. Egy maés felépitésti NAND kapu

toztathaté. Az 5. abran egy meghajté foko-
zattal kiegészitett inverter, az 1. tabladzatban
pedig a tranzisztorok méretei és a késleltetési
id6k lathaték. (Az aramkoérsk analizise az
ANAL—20 program segitségével tortént.)

1. tabldzat
W, W, W, w, ws/L; Felfutdsl Lefutdsl
/Ly wi/Ly wy/lyy wy/Ly we/ly ket [ns]  keéed. [ns]
6/6 6/28 6/3 6/6 6/6 2,6 2,6
12/6 6/28 6/8 6/6 6/6 2,7 2,1
6/10 6/28 6/8 6/6 6/6 L9 2,8

Impulzusformalasra nagy sebességli dramkorok-
ben lehet sziikség, ahol az adott technolégia altal
megengedett legnagyobb miikodési frekvenciat
szeretnénk megkozeliteni.

b) NAND-kapu kialakitdsa. A 6. abrin egy 4 be-
menetii, linearizalt terhelésti NAND-kapu lat-
hat6. A 7. 4bra a felfutisi késleltetést mutatja
a terhel§ kapacitas fiiggvényében. A kapu be-
mend kapacitasa 0,11—0,23 pF (a tobbi be-
meneti jeltSl fiiggben), teljes gate-feliilete
2184 um?, fogyasztisa bekapcsolt allapotban
0,7 mW. A 8. 4brén lathat6 NAND-kapu fel-
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9. dbra. A 8. dbrdn lathaté kapu felfutdsi késleltetései

futési késleltetéseit a 9. dbra mutatja. A kapu
bemend kapacitdsa 0,07—0,15 pF, teljes gate-
feliillete 840 um?2, bekapcsolt 4llapotban a fo-
gyasztasa 1,1 mW. Természetesen nemcsak
NAND-kapu, hanem tranzisztorok soros és par-
huzamos kapcsoldsaval kialakitott komplex
kapu létrehozéséra is alkalmas ez a mdédszer.

4. Az ellenfitemii fokozat alkalmaziisinak korlatai

a) Fogyasztas-novekedés. Ha a meghajté fokozat
fels6 tranzisztoranak gate-fesziiltségét nagy
értékiire valasztjuk, megns a fokozat fogyasz-
tésa. (A szinteltol6-tulajdonsigot éppen azzal
tudjuk kihaszndlni, hogy ez a fesziiltség a kii-
szObfesziiltséget meghaladhatja).

b) NOR-kapu, vagy komplex kapu kialakitédsinal
nem célszerli utdnhtzasos terhelést alkalmaz-
ni, mert amikor a parhuzamos agak valame-
lyikét kikapcsoljuk, a kimenet a kiiszobfe-
sziiltség folé mehet az utdnhtzésos terhelés
altal okozott dinamikus hiszterézis miatt (1d.
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{1} Nemes Mihdly: MOS integrdlt éramkorékben alkal-
mazott utdnhdzdsos terhelés dinamikus tulajdon-
sdgai, Hiraddstechnika, XXXIV, évf. 1983. 8—9,
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A RO . . . tipusi an-

- tennaforgatd blerende-

zéscsaldd, arbocon el-
helyezett televizio- és
radiéantennak, tavve-
zéreit, vizszintes sikd
forgatasat teszi leheto-

- wé. A berendezés, két
- f6 egységbdl all: a tav-

vezérls- és visszajelzo
elektronikabg!, vala-
mint az drbocra szerelt
“elektromechanikus
fargatomiibol. -

A forgatémii és a tay-
vezérls egymastol kb.

"~ 30 m tdvolsagra is el-

helyezhetd, igy a fel-
hasznalo, 1tu-készilék,
illetve a radiokésziilék
mell6l allithatja be az
optimdlisantennaallast
vagyis a legjobb vételt.
Az antenna forgdsa ira-
nyat a vezérln elhe-
lyezett LED-diodakjel-
zik, melyek a bedllas
utan kialszanak. A ve-
zérlés " a florgatégombl-
bal, illetve a RO 600-
tipusnal, programozas-
sal lehetséges.
Beszerezhetdk:
az lparcikk

Kiskereskedelmi
Vallalatnal,valamint a
BHG—Coopinvest Hir-
addstechnikai szakuz-
letében (Bp. XI. Fehér-
vari it 31.)
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